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１．概要（Summary） 

当研究室では、基板に垂直な熱流から基板水平方向

に漏れ出る熱流を利用したキャビティを用いないプレーナ

型の微小熱電発電デバイスの開発を進めており、Si ナノ

ワイヤ (Si-NW) を短くし電気抵抗を抑えることで熱電発

電性能が向上することから、発電密度の高い構造である

ことを示した[1]。そこで、集積化に向けた 2 層配線構造

を作製するためのプロセス開発を行った。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】高速マスクレス露光装置、多元スパ

ッタ装置(i-miller)、全自動スパッタ装置(j-sputter) 
【実験方法】 
作製した試作用基板のプロセスの概略図を Fig. 1 に示

す。今回のプロセス開発では、第  1 配線層となる 
(Al/TiN/Ti)と第 2 配線層となる(TiN/Al/TiN)の間に絶

縁膜として SiO2 を挟むことによって熱のみを伝えること

ができる構造と SiO2 を除去しコンタクトをとるための構造

の作り分けが目標となる。しかし、i-miller にて 1 µm の 
Al 膜を成膜した場合、絶縁膜を挟んだ構造においても

導通してしまった。これは、表面のヒロックが原因でエッチ

ングされにくい酸化膜が生じ表面にメタルの残渣が生じて

いるためだと考えた。そこで、Si 基板上に i-miller と j-
sputter の 2 種類のスパッタ装置にて、TiN/Al/TiN の
成膜を行い、SEM により断面を観察した。また、 j-
sputter を用いて試作用の 2 層配線構造を作製した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 に  Si 基板上に  i-miller と  j-sputter の  2 
種類のスパッタ装置にて  TiN/Al/TiN を成膜した 
SEM 像を示す。J-sputter のほうが表面にヒロックの少

ない膜が成膜されていることが分かる。Fig. 3 に  j-
sputter を用いた試作用 2 層配線構造を示す。導通

確認を行ったところ、J-sputter により作製した 2 層配

線構造では導通と絶縁の作り分けることができ、2 層配

線構造の作製に成功した。 

 

Fig. 1 Fabrication procedure 

 
Fig. 2 SEM imageｓ of TiN/Al/TiN film of i-miller 

and j-sputter 

 
Fig. 3 SEM image of 2-layer wiring structure(j-

sputter) 
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